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© Lichtempfindliches Gemisch. 

© Lichtempfindiiche Gemlsche aus einem Polymeren und einer photoaktiven Komponente, die wa£rig-alkalisch 
entwickelbar sind, zetgen dann ein gutes Ausbleichverhalten im DUV-Bereich, wobei die photoaktive Komponen- 
te gute Losungsinhibitoreigenschaften aufweist und sich wahrend des Trocknungsprozesses nicht verflUchtigt, 
wenn die photoaktive Komponente Diazotetronsaure oder ein Diazotetronsaurederivat folgender Struktur ist 

^ N 2 
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wobei die Reste R gleich oder verschieden sind und H. Alkyl, Cycloalkyl. Aryl oder einen siliciumhaltigen Rest 
bedeuten. 
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LICHTEMPFINDLICHES GEMISCH 



Die Erfindung betrifft ein lichtempfindliches Gemisch aus einem Polymeren und einer photoaktiven 
Komponente sowie ein Verfahren zur Herstellung von Reliefstrukturen aus einem derartigen lichtempfindli- 
chen Gemisch. 

Photolithographisch aus lichtempfindlichen Gemischen, d.h. Photoresists, erzeugte Strukturen im um- 
5 und sub-um-Bereich spielen bei der Herstellung hochintegrierter Schaltkreise eine SchlQsselrolle. Derartige 
Strukturen dienen namlich generell als Masken bei einer Reihe von Prozeflschritten. die bei der Herstellung 
dieser Bauelemente durchlaufen warden, wie lonenimplantation, Dotierung, Nafl- und Trockenatzen. 

Wahrend die thermischen und mechanischen Eigenschaften der Reliefstrukturen sowie die Atzresistenz 
durch die Auswahl der Harzbasis, d.h. des Polymeren. des zugrundeliegenden Resists beeinfluflt' werden 
io konnen. wird die Photostrukturierbarkeit Uberwiegend von der photoaktiven Komponente bestlmmt Photoak- 
tive Komponente und Polymeres mOssen dabei allerdings soweit zusammenpassen, daB beispielsweise 
kerne Entmischung des lichtempfindlichen Gemisches erfolgt und der belichtete Resist entwickelt werden 
kann. Die photoaktive Komponente mufi dariiber hinaus eine Reihe von Anforderungen erfullen, wie gute 
Loslichkeit. Lagerbestandigkeit, Entwickelbarkeit mit ungiftigen. moglichst waflrigen. d.h. okologisch unbe- 
15 denklichen Entwicklern. und hohe Empfindlichkeit. d.h. kurze Belichtungszeit. verbunden mit einem Blelchen 
der photoaktiven Komponente. Auflerdem darf die Haftung des Polymeren auf dem Substrat nicht beein- 
trachtigt werden und es mufl eine genaue Obertragung der Vorlage gewahrleistet sein. verbunden mit einer 
guten Auflosung. 

Zur Erzeugung feiner Strukturen konnen entweder Negativresists Oder Positivresists verwendet werden 

20 (siehe beispielsweise: "Angew. Chem.\ Bd. 94 (1982). Seiten 471 bis 485). Negativresists. bei denen das 
Stmkturierungsprinzip im allgemeinen auf einer Vernetzung der belichteten Teile beruht. womit eine 
Erniedrigung der Loslichkeit verbunden ist. zeigen im Vergleich zu Positivresists eine geringere Auflosung 
bedingt durch Quellung. und werden meist mit - okologisch und wirtschaftlich ungiinstigen - organischen 
Entwicklern entwickelt. Bei Positivresists. bei denen die Loslichkeit im Entwickler durch die Strahlungsein- 

25 wirkung erhoht wird, wird der Loslichkeitsunterschied zwischen den belichteten und den unbelichteten 
Teilen meist durch eine photochemisch induzierte Anderung der Polaritat bewirkt. wodurch - ohne Quellung 
- eine waflrig-alkalische Entwicklung ermoglicht wird. 

Kommerziell vertriebene Positivresists basieren im allgemeinen auf Novolakharzen als alkalilosliches 
Basispolymer und Sulfonsaureestem von Diazonaphthochinonen als photoaktive Komponente (a.a.O., Seite 

so 481); derartige Resists erfullen die Anforderung hinsichtlich eines guten Bleichverhaltens, einer hohen 
Empfindlichkeit und einer hohen Auflosung bis in den Halbmikronbereich bei Belichtung im nahen UV d h 
beispielsweise bei Belichtungswellenlangen von 436 bzw. 365 nm. Im Zuge der steigenden Integrations- 
dichte bei elektronischen Bauelementen wird aber eine AuflSsung im sub-um-Bereich gefordert Diese 
Hochstauflosung kann nach der Formel CD = k j& . wobei CD die kleinste abgebildete Struktur, X die 

as Wellenlange des zum lithographischen Prozefl benutzten Lichtes. NA die vom optischen System abh'angige 
numerische Apertur und k ein prozefispezifischer Faktor ist, durch Reduzierung der Belichtungswellenlange 
beispielsweise auf 248 nm (DUV, KrF-Excimerlaser). realisiert werden. Die vorstehend genannten kommer- 
ziellen Resistsysteme konnen jedoch - aufgrund des ungenUgenden Bleichverhaltens der photoaktiven 
Komponenten und der hohen Absorption der Novolak- Basisharze - bei dieser Wellenlange nicht eingesetzt 

40 werden; sie weisen namlich Restabsorptionen > 0,3 um"' auf, wahrend Restabsorptionen < als 0,1 urn"' 
erforderlich sind. Zur Realisierung hochstauflo sender, positiv arbeitender DUV-Resists (DUV = Deep UV) 
insbesondere fur eine Belichtung bei 248 nm. sind somit geeignete DUV-transparente Basispolymere und 
vollstandjg bleichende photoaktive Komponenten mit dem vorstehend genannten Anforderunqsprofil erfor- 
derlich. 

45 Als photoaktive Komponente (PAC) fur positive DUV-Photoresists wurden bereits verschiedene 2-Diazo- 
1.3-diketone vorgeschlagen, die - analog zu den Diazonaphthochinonen fOr den NUV-Bereich (NUV = Near 
UV) - bei DUV-Belichtung, via Wolff-Umlagerung und Reaktion des dabei gebildeten Ketens mit Wasser. zu 
den entsprechenden Carbonsauren derivatisieren und den Resist somit in den belichteten Bereichen 
alkalisch entwickelbar machen. So ist die Verwendung von Diazomeldrumsaure (2.2-Dimethyl-5-diazo- 

50 1.3dioxan-4.6-dion) und Derivaten davon als PAC in Abmischungen mit Novolaken als DUV-Resist beschrie- 
ben (siehe dazu: US-PS 4 339 522 sowie "IEEE Trans. Electron Devices". Vol. ED-28 (1981) Seiten 1300 
bis 1305. und "J. Vac. Sci. Technol. B". Vol. 6 (1988). Seiten 559 bis 563). Obwohl diese Verbindungen im 
DUV-Bereich ein sehr gutes Ausbleichverhalten zeigen, verbunden mit hohem Kontrast und relativ hoher 
Empfindlichkeit (50 mJ/cm z ). ist die AuflSsung - aufgrund der VerflOchtigung der Diazomeldrumsaure aus 
der Resistschicht wahrend des Trocknungsprozesses und der schlechten Losungsinhibitoreigenschaft 
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dieser Verfaindung - auf ca. 2 urn begrenzt Au/terdem konnten keine nichtflCichtigen Derivate der 
Diazomeldrumsaure mit ausreichender Loslichkeit in Oblichen Resistlosungsmitteln aufgefunden werden. 

Aus den US-Patentschriften 4 622 283 und 4 624 908 ist es bekannt, Diazodimedon (2-Diazo-5.5- 
dimethyl-cyclohexan-1 .3-dion) bzw. Derivate davon und andere 2-Diazo-1 .3-di ketone, wie Diazo cyclopent- 

5 andion, als DUV-PAC in Abmischungen mit Novolaken, Polyvinylphenol und Methacrylat/MethacrylsMure- 
Copolyrneren zu verwenden (siehe dazu auch: "Proc. of SPIE", Vol. 920 (1988), Seiten 51 bis 58). Die 
Diazodimedonderivate verflUchtigen sich zwar - im Gegensatz zur Diazomeldrumsaure und auch zum 
Diazodimedon selbst - wShrend des Trocknungsprozesses nicht und sind in Resistlosungsmitteln loslich, 
und sie zeigen auch, ebenso wie Diazodimedon und Diazomeldrumsaure, ein ausgezeichnetes Ausbleich- 

w verhaJten im DUV-Bereich, mit ihnen laflt sich aber -aufgrund der hohen Dunkelabtragsraten der gewahlten 
' Resistsysteme (14 bis 42 % der ursprungiichen Rlmdicke) - lediglich eine Auflosung von 0,75 urn bei 
gleichzeitig schragen Strukturflanken erzielen. Dlese Resistsysteme sind auflerdem relativ unempfindlich 
(100 bis 150 mJ/cm 2 ). 

Weiiere nichtflGchtige Diazoketone mit gutem DUV-Ausbleichverhalten sind Diazotetramsaure (3-Diazo- 

is pyrrolidin-2.4-dion) und Diazohomotetramsaure (3-Diazo-piperidin-2.4-dion) sowie 1 .2-Diphenyl-4-diazo- 
pyrazolidin-3.5-dion (siehe dazu: "Proc. of SPIE", Vol. 771 (1987), Seiten 2 bis 10). Diese Verbindungen 
dienen als DUV-PAC in Resistformulierungen mit Novolak, Styrol/Maleinimid-Copolymeren, Polygiutarimid 
und Polyvinylphenol. Auch mit diesen Systemen werden aber - aufgrund des geringen Kontrastes - lediglich 
Strukturen mit sehr schragen Flanken erhalten, die allenfalls in einem Drei lag ensy stem Verwendung finden 

20 konnen, fur die Sub-Halbmikron-Lithographie jedoch untauglich sind. So werden nach einer DUV-Breitband- 
belichtung 1 umSteg/Graben-Strukturen mit sehr schragen Flanken erhalten und nach einer KrF- 
Excimericser-Belichtung stark Oberbelichtete 1,5 nm-Steg/Graben-Strukturen mit etwas steileren Flanken. 

Es wurde ferner bereits uber ein System aus einem Chlorsulfonylphenyl-diazocycloheptandion-Derivat 
als PAC und Styrol/Maleinsaurehalbester- Copolymer als Basisharz berichtet ("SPIE's 1989 Symposium on 

25 Microlithcgraphy", 26. Februar bis 3. Marz 1989, San Jose, Kalifornien USA: Tagungsband, Seite 34). 
Dieses System durfte aber, sowohl aufgrund der Korrosivitat der Chlorsulfonylgruppen als auch der damit 
verbundenen Lagerinstabilitat bei der Einwirkung von Luftfeuchte, keine Verwendung in der hochstauflo sen- 
den Siiiciumtechnologie finden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, waJ3rig-alkalisch entwickelbare, positiv arbeitende DUV-Photoresists, 

so insbesondere fdr eine KrF-Excimeiiaser-Belichtung bef 248 nm, In Form von lichtempfindlichen Gemischen 
aus einem Polymeren und einer photoaktiven Komponente anzugeben, deren photoaktive Komponente 
sowohl ein gutes Ausbleichverhalten im DUV-Bereich, verbunden mit guten Losungsinhibitoreigenschaften, 
besitzt als auch sich wahrend des Trocknungsprozesses nicht aus der Resistschicht verflUchtigt 

Dies wird erfindungsgemaC dadurch erreicht, da£ die photoaktive Komponente Diazotetronsaure Oder 

35 ein DiazotetronsSurederivat folgender Struktur ist: 



wobei die Reste R gleich oder verschieden sind und folgende Bedeutung haben: 
45 R - H, Alkyl, vorzugsweise mit 1 bis 5 C-Atorhen, Cyclo^lkyl, Aryl oder ein siliciumhaltiger Rest, 

oder zumindest einer der Reste R eine aliphatische oder aromatische Gruppe ist, die wenigstens eine 
weitere Diazotetronsauregruppierung trSgt, 

oder einer der Reste R fQr eine Einfachbindung stent, durch die die Diazotetronsauregruppierung direkt an 
das Polymer gebunden ist, 

50 oder einer der Reste R ein Alkylen-, Arylen- oder zweibindiger siliciumhaltiger Rest ist, der an das Polymer 
gebunden ist. 

Der Photoresist nach der Erfindung enthalt als PAC 3-Dcazotetronsaure bzw. in 5-Stellung substituierte 
Derivate dieser Verbindung (Tetronsaure ist 2.4(3H.5H)-Furandion); dabei k5nnen auch Gemische dieser 
Verbindungen eingesetzt werden. Derartige photoaktive Komponenten weisen ein hervorragendes Aus- 
ss bleichverhalten im DUV-Bereich auf und ermoglichen somit - in Abmischung mit DUV-transparenten 
Basispolymeren - eine Ausschopfung der DUV-Beiichtungsanlage, beispielsweise eines KrF-Excimerlaser- 
Steppers, brs an die Grenzen. Die Restabsorption der erfindungsgemaflen lichtempfindlichen Gemische, 
d.h. der DUV-Resists, nach der Belichtung liegt dabei im Berelch von 0,08 bis 0,06 urn" 1 und erlaubt es 
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dem einfallenden Licht somit, auch die tiefer liegenden Bereiche der Resistschicht ungemindert zu 

% r ^LmTJT SChZft m3Cht SiCh einem h0he " K ° ntrast dieser Res,sts und in eLr hohen 
Flankensteilhelt der daraus erzeugten Resiststrukturen bemerkbar 

U^lST Y° rtei, „ VO " Photoaktiven Komponenten der genannten Art liegt in deren ausgezeichneten 

hvdrooh^ 2 Ir tV" d S" SChne " en " nd vollsta " di 9 e " Photochemischsn Umwandlung in 
hydroph.le Carbonsaureverbmdungen (Grundkorper: Oxetan-2-on-3-carbonsaure) bei der Belichtung- 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 




h r 



- N 2 
+ H 2 0 



COOH 



So list es auch zu erklaren. dafl unbelichtete Resistschichten aus den erfindungsgemaflen lichtempfindli- 
chen Gern,schen bei der wa/Wg-alkalischen Entwicklung so gut wie keinen Dunkelabtra ?*ZTen 
wahrend die be chteten Stel.en - bei einer hohen Empfindlichkeit - schnell entwickelt werden. Hochempfind 
che che .Resists erfordem zur Strukturierung nur eine geringe Lichtdosis. d.h. eine kurze Belichtungszeit 
"uren S ° ^ Reduzieruns der Belegungszeiten auf den kostenintensiven Belichtungsappara- 

Weitere Vorteile der Diazotetronsaure und ihrer Derivate bei der Verwendung als phctoaktive Komoo- 
nente .sind d.e gute Loslichkeit in den ublichen Resistlosungsmitteln, die gute Vertraglichkeit mit den 
f!r^?H U T K^-r 9 " 16 La 9 erstabilit3t in den Resistabmischungen. Diese Verbindungen zeichnen sicn 

ferner durch e.ne hone TemperaturstabilitSt (> 120 C) und durch NlchtflUchligkeit wahrend des Resisttrock- 
nungsprozesses aus. Somit ist auch bei Schwankungen der Trocknungsbedingungen, wie Temperatur und 
Druck. eine hohe lithographische Reproduzierbarkeit gewahrleistet 

n»n D H e AU T? 9eeign f ten P*°toaktiven Komponenten unterliegt grundsatzlich keinen Beschrankun- 
gen da s.ch die genannten Vorteile prinzipiell aus der Struktur der Diazotetronsaure ergeben. Die Reste R 
(siehe Formel I) konnen deshalb aliphatischer und/oder aromatischer Natur sein und sie kSnnen auch 
rS^f E,e ( mente enthalten, insbesondere Silicium fOr eine erhdhte Atzresistenz im Sauerstoffplasma 
Die photoaktive Komponente wird aber auf das jeweilige Basispolymer abgestimmt 

rna rT m *n'V lV ™ rf,n u en , d8n erfindun 8»8eniMen lichtempfindlichen Gemischen vorzugsweise Poly- 
mere mrt Carbonsaureanhydndgruppen Verwendung; daneben kommen aber auch andere DUV-transparen- 
e Polymere. wie Polyvinylphenol. Styrol/Maleinimid-Copolymere und Polyglutarimid. in Betracht. Die DUV- 
transparenten anhydndhaltigen Polymeren weisen vorteilhaft folgende Struktur auf- 
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so 



wobei m, n und o ganze Zahlen bedeuten und n und/oder o den Wert 0 annehmen kann und das 
Strukturfragment mit dem Index m einen Anteil von 10 bis 55 % an der Gesamtstruktur ausmacht X = O 

w a ° d lto« HZ , W A ? , fDr Viny '* A " yl ' ^ oder Aryl steht - und die Res t« R 1 bis r» 

Wasserstoff Alkyl Aryl. Halogen, halogensubstituiertes Alkyl bzw. Aryi oder einen olefinisch ungesattigten 
Rest bedeuten und einer der Reste R3 bis R' auflerdem folgende Bedeutung haben kann- 
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0Si(CH 3 ) 3 , 




OH, 




0C0C(CH 3 ) ? , 
0 




OCH, 



70 



-COOH. -COOR, CH 2 Si(CH 3 ) 3l -Si(CH 3 ) 3 und Si(OCH 3 ) 3 . 

Als regelmaflig wiederkehrende Einheiten kann das Basispolymer in der Kette auflerdem Fragments 
folgender Struktur aufweisen: 



is 



R- 



X 



CH 2 - 



und 



ll II 1 

0 0 



wobei R 3 fur die bereits angegebenen Gaippen steht Desweiteren kann das Basispolymer von Anhydrid- 
20 rnonomeren abgeleitet sein, die zumindest eine der folgenden Strukturen aufweisen: 




wobei R 9 und R 10 H oder Alky I bedeuten und R 11 fOr einen Alkyl-oder Arylrest steht. 

Das lichtempfindliche Gemisch nach der Erfindung enthalt vorzugsweise 1 bis 50 Masse-% an 

40 photoaktiver Komponente auf der Basis von DiazotetronsSure; vorteilhaft betragt der Gehait an PAC 15 bis 
25 Masse-%. Fur den Fall, dafl die Diazotetronsauregruppierung an das Polymer gebunden ist, und zwar 
unmittelbar oder Uber eine BrDcke, kann dieses Polymer gleichzeitig als Basispolymer und als PAC 
fungieren, wodurch sich die Beimischung einer weiteren photoaktiven Komponente eriibrigen kann. 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgema/3en photoaktiven Komponente liegt in der leichten Zuganglich- 

45 keit. Die Herstellung erfolgt namlich durch einfaches Diazotieren von TetronsSure oder einem ihrer Derivate, 
beispielsweise mittels Tosylazid. Die Synthese von Tetronsaure selbst bzw. von Tetronsaurederivaten ist in 
der Uteratur beschrieben (siehe dazu beispielsweise: "Syn. Commun.", Vol. 11 (1981), Seiten 385 bis 390, 
bzw. "Spectrochim. Acta", Vol. 40A (1984), Seiten 1007 bis 1009). 

Zur Herstellung von Reiiefstrukturen wird ein lichtempfindliches Gemisch nach der Erfindung in Form 

so einer Schicht oder Folie auf ein Substrat aufgebracht und mit aktinischem Licht durch eine Maske belichtet 
oder durch Fuhren eines entsprechenden Uchtstrahls bestrahIL Anschlieflend werden die belichteten bzw. 
bestrahlten Schicht-. oder Folienteile herausgelost oder abgezogen, und die dabei erhaltenen Strukturen 
werden dann bei erhohter Temperatur getrocknet und gegebenenfalls getempert. 

Das lichtempfindliche Gemisch, d.h. der Photoresist, kann vorteilhaft als Losung in einem organischen 

55 Losungsmittel auf das Substrat aufgebracht werden. Als Losungsmitte! wird dabei vorzugsweise Methox- 
ypropyiacetat oder N-Methylpyrrolidon verwendet. Daneben kGnnen aber auch andere organische Losungs- 
mittel mit ahnlichen Eigenschaften zum Einsatz gelangen, wie Ethoxyethylacetat, Butylacetat und Cyclohex- 
anon, sowie Gemische der genannten Losungsmittel. 
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Beim erfindungsgemaflen Verfahren kann vorteilhaft ein Haftmittel und/oder ein Benetzungsmittel 
verwendet werden. Haft- bzw. Vernetzungsmittel konnen dabei der Photoreslstlosung zugesetzt werden sie 
konnen aber auch - vor der Beschichtung mit dem Photoresist - auf das Substrat aufgebracht werden ' Die 
Photoresistlosung wird vorzugsweise mittels Schleuder- oder elektrostatischer Sprtlhtechnik auf das Sub- 
strat aufgebracht Daneben konnen aber auch andere Beschichtungsmethoden. wie Tauchen, Bursten und 
Rollen. angewendet werden. Das Substrat besteht vorzugsweise aus Glas. aus Metall, insbesondere 
Aluminium, aus Kunststoff oder aus einem halbleitenden Material. 

Anhand von Ausfilhrungsbeisplelen soli die Erfindung noch naher erISutert werden. 

1. Herstellung von Diazotetronsaure 

15 g Tetronsaure werden in 150 ml Ethanol vorgelegt und unter EiskQhlung mit 15.2 g Triethylamin 
versetzt. Das Gemisch wird auf -10 C abgekCihlt, dann wird eine aquimolare Menge an Tosylazid 
zugegeben. Anschlieflend wird das Gemisch 1 h im Kaltebad gerOhrt und dann 24 h im KOhlfach gelaqert 
Das ausgefallene Produkt wird abfiltriert und aus Ethanol umkristallisiert; es werden schwach rosa gefarbte 
Knstalle mit einem Schmelzpunkt von 90 C erhalten (Ausbeute: 53 %). 

2. Herstellung einer Resistldsung 

am , Durcn u A i uf,5sen von 8 Masseteilen eines alternierenden Copolymeren aus Maleinsaureanhydrid und 
Allyltrimethylsilan und 2 Masseteilen Diazotetronsaure in 50 Masseteilen 2-Methoxy-1-propylacetat wird eine 
gebrauchsfertige Photoresistlosung hergestellt 



3. Bestimmung des Kontrastes, der Empfindlichkeit und des Dunkelabtrags 

Auf ein Substrat wird durch Aufschleudern der nach Beispiel 2 hergestellten ResistlSsung und 
anschOeflende Trocknung bei 110 C auf einer Hotplate (Dauen 60 s) eine 1 urn dicke Resistschlcht 
aufgebracht Diese Schicht wird durch eine Graukeilmaske mit Licht der Wellenlange 249,7 nm belichtet (50 
mJ/cm ) und anschlie/Jend 75 s in einem handelsOblichen Entwickler (AZ 400K. verdQnnt mit 5 Masseteilen 
Wasser und mit 0,7 Masseteilen Ammoniak versetzt) entwickelt und bei 110* C 60 s auf der Hotplate 
getrocknet. Durch Ausmessung der Schichtdicken der einzelnen Graukeilabstufungen und deren Auftragung 
uber einer logarithmischen Doslsskala wird ein Kontrast von -5,6 bei einer Empfindlichkeit von 22 mJ/cnV* 
ermittelt. Oer Abtrag der unbelichteten Resistbereiche betragt unter diesen Bedingungen 4 nm. 

4. Strukturierung der Resistschicht 

Eine entsprechend Beispiel 3 erzeugte Resistschicht wird durch eine Maske, die Strukturen von 2 bis 
0,5 urn aufweist, mit Licht der Wellenlange 249,7 nm kontaktbelichtet (50 mJ/cm^) und dann - wie bei 
Beispiel 3 beschneben - entwickelt und getrocknet. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen bis 

0. 5 urn aufgeloste Reliefstrukturen mit steilen Flanken. 

An sp ruche 

1. Uchtempfindliches Gemisch aus- einem Polymeren und einer photoaktiven Komponente dadurch 
gekennzeichnet, dafl die photoaktive Komponente Diazotetronsaure oder ein ' Diazotetronsaurederivat 
folgender Struktur ist: 
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wobei die Reste R gleich Oder verschieden slnd und folgende Bedeutung haben: 

R = H, Alkyl. Cycloaikyl, Aryl oder ein siliciumhaltiger Rest, Oder zumindest einer der Reste R eine 
aliphatische oder aromatische Gruppe ist, die wenigstens eine weitere Diazotetronsauregruppierung tragt, 
Oder einer der Reste R fGr eine Bnfachbindung steht, durch die die Diazotetronsauregruppierung direkt an 
das Polymer gebunden ist, 

oder einer der Reste R ein Alkylen-, Arylen- oder zweibindiger siliciumhaltiger Rest ist, der an das Polymer 
gebunden ist 

2. Lichtempfindliches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dai* es 1 bis 50 Masse-%. 
vorzugsweise 15 bis 25 Masse-%, an photoaktiver Komponente enthalt. 

3. Lichtempfindliches Gemisch nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da/3 das Polymere 
Carbonsaureanhydridgruppen aufweist 

4. Lichtempfindliches Gemisch nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl das Polymere folgende 
Struktur besitzt: 




wobei m, n und o ganze Zahlen bedeuten und n und/oder o den Wert 0 annehmen kann und das 
Strukturfragment mit dem Index m einen Anteil von 10 bis 55 % an der Gesamtstruktur ausmacht, X - 0, 
S oder NR' ist. wobei R' fur H. Alkyl, Vinyl, Allyl, Acryl oder Aryl steht, und die Reste R 1 bis R 8 
Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Halogen, halogensubstituiertes Alkyl bzw. Aryl Oder einen oiefinisch ungesattigten 
Rest bedeuten und einer der Reste R 3 bis R G au/terdem folgende Bedeutung haben kann: 




-COOH, -COOR, -CH 2 Si(CH 3 } 3 , -Si(CH 3 ) 3 und -Si(OCH 3 ) 3 . 

5. Verfahren zur Herstellung von Reliefstrukturen, dadurch gekennzeichnet, dafl ein lichtempfindliches 
Gemisch nach einem der Anspruche 1 bis 4 in Form einer Schicht oder Folie auf ein Substrat aufgebracht 
und mit aktinischem Licht durch eine Maske belichtet Oder durch FOhren eines entsprechenden Lichtstrahls 
bestrahlt wird, 6aB die belichteten bzw. bestrahlten Schicht- oder Foliehteile herausgelost oder abgezogen 
und die dabei erhaltenen Strukturen bei erhohter Temperatur getrocknet und gegebenenfalls getempert 
werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, dafl das lichtempfindliche Gemisch als L6 sung 
in einem organischen Losungsmittel auf das Substrat aufgebracht wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6 ( dadurch gekennzeichnet, dafl ein Haftvermittler und/oder ein 
Benetzungsmittel verwendet wird. 



J 



Europalsches 
Patentamt 



EUROPAISCHER 
RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmeldung 



EP 90 11 3581 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Katogoria 



Kenn2Glcrtnung das Dokuments mlt Angabe, soweit ertordenicn, 
dor maaggbiicnen Telle 



Betrlfft 
Anspruch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (Int. CIS) 



US-A-4 735 885 (HOPF R.F., MCFARLAND M.J.) 

* das ganze Dokument * 

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, vol. ED- 
28. no. 11, November 1981, NEW YORK US Seiten 1300 - 
1305; GRANT B.D. et al.: "Deep UV Photoresists 1. Mel- 
drum's Diazo Sensitiver" 

* das ganze Dokument * 

CHEMISCHE BERICHTE. vol. 114, no. 5, 1981, WEINHEIM 
DE Seiten 1958 - 1962; Schank K, Blattner R,: "5- und 
6-Ring-Reduktone aus 2-Diazo-1,3-dicarbonyl-verbindungen, 
Eine schonende Alternative zur klassischen 
"verkochungsmethode"" 

* Seite 1959; Figuren a, b * 



1-7 



G 03 F 7/004 



oer vorllegende Recrmrchsnbericht wurde fOr atle PatentansprOche erstellt 



Rocherchenort 



Den Haag 



Abschlu/Jdatum der Recherche 

05 November 90 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int. Cl.5> 



G 03 F 



PrOfer 

LUDI M.M.B. 



KATEGORIE DER QENANNTEN DOKUMENTE 
X: von besonderer Bedeutung alleln betrachtet 
Y : von besonderer Bedeutung In Verblndung mit elner 

anderen Veroffenttfchung derselben Kategorte 
A : technotoglscher HTntergrund 
O: niehtschrlf niche Oftenbarung 
P: Zwfechenllteratur 

T : der Erf lodung zugrunde llegende Theorlen Oder GrundsStze 



E : alteres Patentdokument, das Jedoch erst am oder 
nach dem AnmeJdedatum verof fentllcht worden 1st 
D : In der Anmeldung engefuhrtes Dokument 
L : aus anderen GrOnden angefQhrtes Dokument 

& : MHglled derglelchen Patentfamflle, 
Gberelnstlmmendes Dokument 



